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DIODA PODCZERWONA AQYP 10F

Dioda elektroluminescencyjna z GalnAs/lnP wykonana techniką 
wielowarstwowej epitaksji jest przystosowana do połączenia 
ze światłowodem o aperturze numerycznej NA = 0,2 i średnicy 
rdzenia 0r 50 /im. Może być stosowana w światłowodowych łączach 
telekomunikacyjnych średniego i dalekiego zasięgu.

Rys. 1. Obudowa

PARAMETRY DOPUSZCZALNE 

Natężenie prądu przewodzenia 100 mA
Napięcie wsteczne UR 2 V
Temperatura obudowy tcase -30 4 +50 °C
Temperatura przechowywania tstg -40 -» +70 °c
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Rys.3, Zależność mocy promienio­
wania od prądu przewodzenia
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s.4, Widmowy rozkład mocy pro­
mieniowania
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Rys.5. Zależność dopuszczal­
nego prądu przewodzenia od 

temperatury
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Symbol Jedn.
Wartość Warunki

parametru min. typ. max. pomiaru

Moc promieniowania Pe yuW 10 12 Ip = 100 mA
Napięcie
przewodzenia UF V - - 2 Ip= 100 mA
Prąd wsteczny IB pA - - 500 UR = 2 7
Długość fali odpo­
wiadająca maksimum 
gęstości monochro­
matycznej mocy pro­
mieniowania XP nm 1250 1300 1330 Ip = 100 mA

Szerokość połówkowa 
widma promienio­
wania a Xo ,5 nm — 105 115 Ip =100 mA
Czas narastania i 
opadania impulsu 
promieniowania tr , tf ns - 9 10 Ip =100 mA

Trwałość określona 
spadkiem mocy prô * 
mienlowania do po­
łowy wartości po­
czątkowej tl/2 h 104 - - Ip= 100 mA
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